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COMPOSANTS ELECTRONIQUES
SOUS ASSURANCE DE QUALITE
EN CONFORMITE AVEC

NF C 86-010 et NF C 86-614

UTE C 86-614/067
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SPECIFICATION PARTICULIERE POUR :
CONSTRUCTION :

Matériau semiconducteur : Silicium
Polarite : PNP
Matériau du boitier . Métal
Sortie reliée au boitier : Collecteur

TRANSISTOR BIPOLAIRE
Numéro de type :

CV 9543

DESCRIPTION MECANIQUE

Reférences d’encombrement
CEI191-2 . B11,C7 b
(JEDEC : TO-18)

Référence frangaise : TO-18/F 30

Marquage : CV 9543

APPLICATION ELECTRIQUE
Puissance : TEMPERATURE AMBIANTE
Utilisation : COMMUTATION

NIVEAUX D’ASSURANCE DE QUALITE

F

VALEURS LIMITES (Systéme des limites absolues)

Ces valeurs s’appliquent sur la plage des températures de fonctionnement, sauf indication contraire.

Températures et puissances

4.1. — Températures ambiantes ...................... Tamb

4.2, — Températures de stockage ..................... T

4.9. — Dissipation totale de
puissance (@ T, =25°C) ...............ol P

Tensions et courants

43. — Tension collecteur-base .. ..................... Veao
4.4. — Tension collecteur-émetteur ................... Veeo
45 — Tension émetteur-base ..................... ... Veso
4.6. — Courant-collecteur .............................. I'e
47. — Courantdebase .....................ciiiiiinn. Ig

(W) P\o(

min — 55°C
max + 175°C
min ~ 55°C 0,3
max + 175°C
max 03 W

0 T‘amb >
max — 25V 25 175 0
max - 20V
max - 5V
max — 100 mA

max — 10 mA

Se reporter a la liste des produits homologués (QPL) pour connaitre ia liste des composants répondant & Ia présente

spécification particullére.
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CARACTERISTIQUES
Les paramétres repérés avec un signe + sont vérifiés dans les conditions d’essai définies dans les groupes A et C. .
CONDITIONS LIMITES
, PARAMETRE SYMBOLE ATamb=25 °c
sauf indication contraire . min max | Unité
Valeur statique du (6.1) + *h21E(1) *lo=—10mA Ve =—-04V 35
rapport de transfert direct * *
du courant H*hsE(2) lc=— 1mA Veg =—04V 30
+H *h %) _ _
21E(3) IC_—30 mA Veg=—-04V 20
H *¥h k| — _
21E(4) IC_—-50 mA VCE =-0,75V 20
Tension de saturation  (5.2)
Collecteur-émetteur H*Vepsa) | Fle=—30mA lg=—15mA -04 V
Tension de saturation  (5.4.) + *VBEsat(” * lg=—10mA lg=— 1mA -0,9]
Emetteur-base H* Vgeeat ) * o =—50mA lg=—25mA ’ -161 V .
Courant résiduel {5.6) + lceo Veeg=—13V lg=0 —45] uA
Collecteur-émetteur 4 haute Tamb =100°C
température
Courant résiduel (5.5) + ICBO (1) VCB =—20V IE =0 - 50| nA
Collecteur-base + |CBO {1b) VCB =—-26V IE =0 - 10| uA
Retard a la . (6.7.2) + tg IC =—10mA 200 ns
décroissance {note)
IB1 =—-I32=—1 mA
Fréquence de transition(b.7.2) + fT IC =—10mA . VCE =—12V 100 MHz
f=20 MHz
Capacité de sortie (5.8) + Csop Veg =— 1V lg=0 10 pF .
f=1MHz
Courant résiduel _ + lEBO(1) VEB=—-5V IC=0 — 10} upA
émetteur-base a haute + _ _
température EBO(2) VEB =—15V IC =0 —25] nA
+ 'EBO(3) VEB=—1,5V IC:O — 15} pA
Tamb = 100°C
Tension de maintien + VCEOsus Ic =-—10mA Ig=0 —-20 \Y
Collecteur-émetteur Tamb — BbeC
+ 175°C
Résistance thermique (5.9) Rih(j-amb) 500 { °C/w
jonction-ambiante
.*Impulsions:tp=300us 8§<2% .
Note. — Schéma de mesure en annexe. -
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GROUPE A

Lot par lot

Tous les essais sont non destructifs (paragraphe 3.5.6.)

ZXIGENCES DE CONVROLE

i
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EXAMEN CONDITIONS EXIGENCES DE CONTROLE
ou REFERENCE a Tamb =25 °C
ESSAI (& sauf indication contraire LIMITES
Niveau| NP NQA
min max | Unité (%!
Sous-groupe Al F ! 0,65
Examen visuel 4.2.1 4.2.1
EXAMEN OU ESSAI NP NQA Observations
SQUS-GROUPE A2a
Inopérants 11 0,10 diodes (sauf diodes de
redressement)
I1 0,15 transistors
11 0,25 diodes de redressement
Sous-groupe A2p F t 0,15
a) défauts inopérants (voir note) {voir note)
b) autres défauts
lcsoal #‘3641 Veg=—20V I = -50| na | F | 1 | 0gs
lcBotib) Veg= -2V I =0 —10} wA
Y/ 434  l.=—30mA I[,=—=150mA -0,4 A"
CE 1 c 8 ‘ ‘
sat(1) T.003
Sous-groupe A3 F | 2,5
* - -
h21E(1) 4.3.4 *Ic =—10 mA VCE =—-0,4V] 35
T.006
*h x
21E(3) IC:-3DmA \/CE:—OAV 20
% * — - _
VBEsat(l) 434 'C =— 10 mA IB =—1mA 0,9 Vv
T.004
eso) 434 | Veg=—5V I.=0 -10| wA
T.002
V£ Oms 434 | l.=-10mA (-0 ~20 v
T.0M11
Sous-groupe A4 | - 1mA F 54 4
2O ITOTRE AT 61 =
t 434 |1 =—10maS, 200 ns
s e c IBz =+ 1 mA
T.061
Voir schéma annexe
fT 4.3.4 IC:——10 mA VCE =—12V| 100 MHz
T.041 f=20 MHz
*h 434 (Fil.=—1mA v_._=-04V 30
21E .
{2) T.006 C CE
*mpulsions :1p=3(D/.Ls 6<2%
Note. — Défauts inopérants électriques : circuit ouvert, court-circuit. DOCU ments
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